[86.03/66.25] Dispositivos Semiconductores
ler Cuatrimestre 2020

Diodo de Juntura PN

1. Modelo de Pequena Sefal: Transitorio en directa



Un diodo N*P con N, =10 cm™>, A = 0.0l mm?y parametros ¢, =900 mVy T =18ns
conectado como se muestra en la figura donde R = 4.7kQ, V_=8Vy v (f) es un escaldn

de 500 mVen t, = 1ns.
 Encontrar la respuesta temporal del a tension v,().

Rl vs(t)
N
500 mV
v () +
\ AZ%

R
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Recordemos el ejercicio de la semana pasada
Cambia solamente la conexidn del diodo.

1. Polarizacidén: Aplicamos el modelo de orden O

. Inversa] 1,=0 Allv,=—v,=8 v{[/,=—8V
1
2. Parametros de pequeiia seial:
: ~0
Vs(t) + g = Oip _M_O
_A_ VR(t) :_VD(t) " 0vp (Ip;Vp) Vi
V. ) 0
s donr Tr
Ci:— ::—(I ):T gm::O
I o, (1p:vo) | Ven /J(fo '
- 0 Qscr \/ q € N, N7
C,= =A . +0.965 pF
! 0V, (In;Vp) 2(¢B_VD)W
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Recordemos el ejercicio de la semana pasada
3. Anadlisis del circuito de pequeiia senal

R
A ,\1,\ El circuito de pequefia sefal resulta un circuito RC serie
(respuesta dindamica de la carga de un capacitor)
+
= - =R C,=4.54ns
v (?) @ C, V(D) g,=0=r, 2w A
- Cu=0 ,(O) =0
! C,=0.965 pF v () = v(t,*) = 500 mV
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Recordemos el ejercicio de la semana pasada
3. Anadlisis del circuito de pequeiia senal

A ,\1,\ El circuito de pequefia sefal resulta un circuito RC serie
(respuesta dinamica de la carga de un capacitor)
+
= - =R C,=4.54ns
v(f) ([ C v(?) gn=0=r;> 1
s : , = (0) 0
- Cdif_o r
! C,=0.965 pF v () = v(t,*) = 500 mV
A 4. Respuesta total del circuito A v (1)
w BOV [y s
v(®) T vlt) = Vit v(f) soomV
G > ____________________________________________________________________________________________
V, : 8V
. .
_TL to l'o+T
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Volvemos a nuestro ejercicio: Encontrar la respuesta temporal de v (¢).

DATOS
N*P > N, >> N,
. ., N,=10" cm?,
1. Polarizacion: A = 0.01 mm?
Suponer Directa ¢, =900 mv
T, =18ns
VD = VD(ON) = 0.7V 24740
\/S - VR:L - VD =0 v(t) SOOinV; t,=1ns.

VR1T =IDxR1=VS-VD

ID = VRL = VS - VD(ON) = 8V - 0.7V

R1

R1 4.7 kOhm

ID = 1.55 mA

> O => Directa!
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Volvemos a nuestro ejercicio: Encontrar la respuesta temporal de v (¢).

DATOS
NP> N, >> N,

R . . s N,=10" cm?,
! 1. Polarizacion: A = 0.01 mm?
Directa: V,=0.7 V; I,=1.55 mA ¢, =900 mV
v(t) + . o I.=18ns
s v 2. Parametro de pequeia seial: R = 4.7kQ,
VD a . ' —
A A i I,+¥% 60 S V, =8V
- gm: = — W\ . = .
V oVl Vi v(t) 500 mV; ¢, = 1ns
| 0 qong Ty
— C, =—2R =L (I,+N)E 1.08 nF
& df OVp u,:v,) VYV P K
2
n; OB le -3 0 Qscr q €5 N, M
Ny=—"texp|—=—= )=z 10 cm C,= =A =
4 Np l (Vth> ! oVvp (Ip;Vp) 2(¢B_V_D)(ﬁA ' NDj

=0

Cr=4 207

= 3.2 pF
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Volvemos a nuestro ejercicio: Encontrar la respuesta temporal de v (¢).

1. Polarizacion:
Directa: V,=0.7 V; I,=1.55 mA

2. Parametro de pequeia seial:
g,=60 mS=r,=16.7Q

Ca4=1.08 nF >> CJ
C,=VJ2 C,,=4.5 pF

DATOS
NP> N, >>N,
N,=10" cm?,

A =0.01 mm?
$¢,=900mV
T, =18ns
R =4.7kQ,

V. =8V
v(f) 500 mV; ¢ = 1ns.

3. Anadlisis del circuito de pequeiia senal

R, // El circuito de pequefa sefial resulta otra vezun RC serie
VWA ’
N T =R C =vdxcdif=1g8ns | Reg= Ri//rg~ry
v(0 () S vl | 0y =0 R1 > rd
- rd -
—i— - v (o) # v (t,7) vr(00) = Ry + rd”*‘(tF)L) =1.77 mV < 10 mV
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Volvemos a nuestro ejercicio: Encontrar la respuesta temporal de v (¢).

4. Respuesta total del circuito

DATOS
N*P >N >>N,
N,=10" cm?,

R, R A =0.01 mm?
Y M—s $, = 900 mV
+ + T, =18ns
V. Ct \ A2 |=|I:I|:| v (1) @ r, C.—— v(t) R = 4.7kQ,
- - V.= 8V
! 1 ® v(t)500 mV; t, = 1 ns.
A V(1)
VD( t) : VD + Vd( t) .................................................................................................
........................................ /
1.77mV
T, ~r,C. =18ns .
v(0)=0 '
r
V(o) =1.77 mV ,
£, (,+T
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Comparacidon de la respuesta de circuito en ambos regimenes

S ™
T e e
0.7V -8V

s e

4.5 pF 0.965 pF

18 ns 4.54 ns

DATOS
N*P>N_ >>N,
N,=10"cm?,

A =0.01 mm?
$¢,=900mV
T,=18ns
R =4.7kQ,

V. =8V
v(f) 500 mV; ¢ = 1ns.
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Diodo REAL: ;Como cambia el modelo de pequeiia seial?

1

ip=I,g|€Xp

Yo |,
v

Polarizaciéon: Sequimos usando el modelo de orden O

(2 Directa: V,=0.7 V; I;,=1.55 mA

Parametro de pequeia seial:

En inversa:
gd =0

cdif = o

Cj No cambia

Jip I,+Y
e = = rd 3 n|ID/Vth
J OV (I,;V,) [(n}V,, /
0z Tr
C, . =—— = I +1. )=
dif avD (1:V2) n vth( D+ 0)
_ 0Qscr _ Cy —/2 i
C,= =———=v2C,, NO CAMBIA!!!
OVp iryivy) IV
1——2
Ps
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